Si consideri il circuito a MOSFET riportato nella Fig, 4, in cui v, €’ un
generatore di tensione di piccolo segnale e Vi e’ un generatore di

tensione DC. Vi=6V
a) Determinare la tensione Fp necessaria perche’ la V=3V
transconduttanza del MOS M1 sia pari a 2mS Determinare, Vin =-Vip =1V ;
quindi. la polarizzazione del circuito (tensioni a tutti i nodi e kn = |kp| = 1 mA/V
correnti in tutti i rami) e indicare I’intervallo di valori permesso Ry =1k
Cs=47nF

per la tensione di uscita in DC.

b) Tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento di
piccolo segnale vou/vin, quotandone tutti i punti significativi.
Si assuma per il solo MOS M2, rp=100k82.

Qv \PoTSs/  ApS VF4noL Sl |
NTE 3= 2km Vov,x 2 m S — Vey -4V (/;M=Soo.f1)

Vf:'!’ Vf”’uﬁh:‘f'/——b VH:—ZV
Tpa = V6= (V) _ gk
P\ " Qs

) Gy -
1V {lsl"M Vq,=1@+v‘_= i4+4<““ X
\/C»S:-‘L\/

3V

—

VE::: \/L'L - \/(,n‘r\/u, - 4—\/

Vod": 7

‘

v Veny by VMol mEsse PR e8NS s o [18S sATV/R

\/o\k Mg x —> QA—NA&-ZLBMF Mo . Vourm,g: \/&-Vw,:: sV

VUU\' MIN  —= SHUMZIQMF H,, —_ \/o"f'HfN - @,- \/‘f“ = - | \/

I’“%&im = . }’V"" _?/u,,,
:r—’ Yo %4+ﬂ5
oy

‘ U,.J_ _,kf_-/—

’ —_ 4
v d__ HP"‘,M
5 R

TR T
1+ R, b5

b Gl

\)

Cl)=66 % 365 g2



C’)(‘”) T
ce f/ }Vﬁ Your = = i fo Uim

-

w‘“’tl
: o 1 CrpNsaTORE — A PolO

- | RI73
SINGOWMTK G~ 20 - 1 2elo, [Gle)s|ud)b f’;p"*?:nl

SRS
Voo ”>/L; 1!,.:,_/]/72 S S
4 i 5
l /§"+ I a/Sc

C(.yo)._-_ ~1o° = 44 s

—> 20 =S Q//_/—)Mz.) —_
&TL " . erpe 7
" . SACEl L
f—' lek =o S =2 5= -7
< L Z,- Csﬂs=4?/45—apé:34kH%
(6| 4
46 48
%,5 B /
, |
I X =
34K 10, | 2 ¢




Si consideri il circuito a MOSFET riportato nella Fig. 1, in cui is e’
un generatore di corrente di piccolo segnale.

a) Determinare il valore della resistenza R, necessario perche’ la
tensione di uscita in DC sia pari a § V. Determinare, quindi. la
polarizzazione del circuito (tensioni a tutti i nodi e correnti in
tutti i rami).

b) Determinare I’espressione ed il valore del trasferimento di
piccolo segnale v,./ii» a bassa frequenza.

¢) Tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento di
piccolo segnale vou/iin, quotandone tutti i punti significativi.
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Si consideri il circuito a MOSFET riportato nella Fig. 3, in cui v; e

vz sono generatori di tensione di piccolo segnale.

a) Determinare la polarizzazione del circuito (tensioni a tutti i
nodi e correnti in tutti i rami).

b) Determinare [D'espressione ed il wvalore del guadagno
differenziale di piccolo segnale v,,/(v>-v;) a bassa frequenza.

¢) Tracciare il diagramma di Bode del modulo del trasferimento
differenziale di piccolo segnale v../(v2>-vi), quotandone tutti i
punti significativi.
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Si consideri il circuito riportato nella Fig. 3, che sfrutta la dipendenza dalla temperatura della tensione ai capi di una
giunzione pn (-1.8mV/°C) per misurare la temperatura. Si assuma Vp=0.7V per una temperatura di 0°C.
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a) Scrivere I’espressione della tensione di uscita V,,, in funzione della temperatura a bassa frequenza.

b) Determinare il numero minimo di bit dell’ADC necessario per garantire una risoluzione di +0.5°C.

¢) Determinare I’errore dovuto al droop (espresso in LSB) se I’amplificatore operazionale 2 e’ caratterizzato da
una corrente di bias I, = 500nA e la fase di Hold ha una durata pari a Ty,s=18s.

d) Determinare la tensione di comando V; da applicare al gate dell’interruttore NMOS per garantire una resistenza
virtualmente infinita durante la fase di Hold ed una resistenza non superiore a Ry ,,=10€ nella fase di Sample se la
temperatura varia nell’intervallo +50°C.

e) Determinare per via grafica I’andamento in frequenza del trasferimento reale V,,/Vp se I’amplificatore operazionale
1 e’ caratterizzato da GBWP=30MHz.
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